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RESUMO

[ desenvolvido um estudo para as linhas de
laminas bilaterais e antipodais, que sao es-
truturas com duas laminas condutoras conten-
do fendas. Utilizando-se o Método da Linha
de Transmissao Transversa - LTT encontram-se
0s campos elétricos e magnetlcos Depois che-
ga-se a constante dielétrica efetiva e 3 im-
pediancia caracteristica, usando o método dos
momentos. Embora o estudo da estrutura bila-
teral seja valido para a estrutura antipo-
dal, os resultados numéricos sao distintos
e foram obtidos através da elaboracdo de pro
gramas usados em microcomputador.

INTRODUCAQO

As linhas de laminas bilaterais assimétricas
¢ as linhas de laminas antipodais, sdao es-
truturas tridielétricas, com duas laminas
condutoras contendo fendas. As duas estrutu
ras possuem localizagao das fendas de manef
ra diferente, o que torna os resultados espe
cificos para a linha de lamina considerada.
Utilizando-se o Método da Linha de Transmis-
sao Transversa - LTT, foi feito o estudo
completo dos campos elétricos e magnéticos a
partir das condigdes de contorno das duas es
truturas. Depois, aplicando-se o método dos
momentos a uma matriz ndo-homogénea, chegou-
se a uma matriz homogénea, cujo determinante
fornecea constante de propagacao e, assim,
obtém-se a constante dielétrica efetlva. A
paurtir dail e do conhecimento da voltagem e
das potenc1as encontra-se as impedancias ca
racteristicas referentes as duas fendas das
estruturas em questao. Através de um estudo
paralelo, foi considerada a estrutura bilate
ral assimétrica como simétrica. Desta forma,
encontrou-se os resultados esperados para a
linha de lamina bilateral simétrica [1]. Com
uso de um microcomputador, obteve-se resulta
dos ¢ foram tracadas curvas coincidentes com
aquelas das referénclas pesquisadas, para ca
sos de simetria, além de outras curvas novas
para estas estruturas bilaterais e antipodal,
[2] e [3] Foram obtidos resultados para es
tes parametros em funcao da frequencla da
largura da fenda e do dielétrico, p051gao da
fenda no plano E, com rapida convergencla nu
mérico- computac1ona1

DESENVOLVIMENTO TEORICO DA LINHA DE LAMINAS BILATE -
RALS

Empregando-se o método da LTT, baseado nas
equacoes de Maxwell, obtém-se os campos elé-
tricos e magnéticos "da estrutura de linha de

laminas bilaterais assimétricas, em funcdo
dos campos nas fendas.
Através das condicdes de contorno, as cons -

tantes que aparecem nas expressoes dos cam-
pos tornam-se conhecidas e chega-se aos cam-
pos elétricos e magnéticos da estrutura da
figura 1.a.
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Fig.1

Para ilustrar alguns desses campos, tem-se:
- ~ senhY¢/
x1 ° Exs — ' (M
senY1s
- - senhyz(y-s) -~ senhY, (t-y)
EXZ = Ext —  * E - .
senhng senhng
(2)
- - senhy; (Za-y)
E 3 = E —_— 3)
X xt senhst (
Os campos EX1, E., e E_, sdo referentes . &s
regides 1,27¢e 3, respec%lvamente e E_.eE

referem-se aos campos nas fendas (1) és(2§

Depois de conhecidos todos os campos das trés
regices dielétricas, parte-se para o calculo
da constante dielétrica efetiva e da impedan
cia caracteristica.

A partir das condicoes de contorno e das ex-
pressoes dos campos, chega-se a algumas rela
¢oes que sdo funcdes admitancias da estrutu-

ra da flgura 1, e 3551m pode se armar uma
equagao matr101al nao- homogenea.
11 12 ~ o
Yoo Yy Ex(u,s) Jx(u, s)
21 22 . T
YXX YXX EX(E!,t) Jx(a, t)
€))

Através do método dos momentos, esta equacdo
(4) torna-se homogénea. Encontrando-se entao
a raiz do determinante desta equacao matri -
cial homogénea de forma nio trivial,obtém- se
a constante dielétrica efetiva, ¢ ef® defeni-
da por:
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op = (%_)z (5)
Em segulda, determlna se a impedancia ca-
racteristica para as fendas da 1linha de la-

minas bilaterais assimétricas peladefinigao:

\l’t - 2
Zi= —> (6
Pi
onde Vxji €& a voltagem na fenda, e
P. & a poténcia transportada ao longo da
fénda 1i.

A LINHA DE LAMINA ANTIPODAL

Como pode ser visto na fig. 1.b, a estrutu-
ra antipodal pouco difere da estrutura bila-
teral. A localizacao das fendas & anti-para-
lela. Isso torna os resultados de ambas as es
truturas diferentes [3], embora seu estudo
tedorico seja o mesmo, o que valoriza a dis-
tincao entre as estruturas

No calculo da constante dielétrica efetiva e
da impedancia caracteristica s3o escolhidas
funcoes base que se ajuste ao problema de con
di¢ao de contorno em questao Para as estru-
turas bilaterais assimétrica e antlpodal fo
ram escolhidas funcgoes base iguais mas com
uma alteracao nos dados de entrada dos pro-
gramas, conforme a conf1guragaogeometr1ca da
estrutura. Assim, foi possivel encontrar re-
sultados satisfatdrios em concordancia com a
descricao da literatura especializada [1] ,

[3].
RESULTADOS NUMERICOS

Usando um microcomputador, resultados numéri
cos para a constante d1eletr1ca efetiva e pa
ra a impedancia caracteristica das fendas
(1) e (2) foram obtidos. Foi observada uma
rapida convergéncia.

Nota-se que a impedancia caracteristica defl

nida em (6) & a metade para a estrutura simé
trica. Isto significa que a potenc1a da 1li-
nha de lamina bilateral assimétrica € duas
vezes a potenc1a da 1linha de lamina bilate -
ral simétrica. Este estudo esta de acordo
com a Ref. [1].

Para o caso em que a fenda (2) permanece cons
tante e a fenda (1) varia, o que estd repre -
sentado na figura 2, corresponde aos resulta
dos encontrados na Ref. [5]. -

3, o ponto em que s= 3,556 mm coinci
de com o mesmo ponto da fig. 3 na Ref. [2].
Novos pontos foram estabelecidos, chegando-se
a curva completa que aparece na referida fig
3 deste trabalho.

Na fig.

Para linha de lamina antipodal foi tracada
uma curva da impedancia caracteristica e da
constante dielétrica efetiva como funcao da
freqllencia. Pode-se notar que na faixa de
freqlencia con51derada entre 30 a 40GHz, a
impedancia caracterlstlca apresenta uma pe-
quena diferenca de valores de aproximadamen-
te 5% dovalor 1n1c1a1 para uma mesma largura
de fenda, isto €, permanece praticamente cons
tante [3].
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Fig. 2 - Curva da impedancia caracte
ristica em funcdo da largu-
ra da fenda W2, para uma es
trutura de 11nhas de lami -
nas com guia de ondas WR-28.
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Fig. 3 - Curva da impedancia caracteris-

ca em funcdo do valordes, pa
ra uma estrutura da linhas de
laminas com guia de ondasWR-28.
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